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摘　要：气体绝缘开关设备（ｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ，ＧＩＳ）内部气压是影响局部放电检测灵敏度的重要因素。在局
部放电实验平台中构建尖端、悬浮、气隙与沿面缺陷模型，基于特高频法、高频电流法与超声法开展气压０．２～０．５
ＭＰａ下局部放电信号特征的检测实验，并对比了高频电流法和超声法局部放电检测的灵敏度。实验结果表明：气
压是影响尖端、悬浮与沿面缺陷放电的关键参数，３种缺陷放电起始电压与气压成正比，同一电压下的放电幅值和
脉冲次数与气压成反比；气隙缺陷放电源于绝缘层内部气泡，因此设备气压对气隙缺陷放电影响不大。高频电流

法可实现不同气压下的悬浮缺陷有效检测，但未测得气隙和尖端缺陷局部放电信号；ＳＦ６压力降低，高频电流对沿

面缺陷的检测灵敏度有所提升，但仍低于特高频法。超声法可实现不同气压下的悬浮和尖端缺陷有效检测，但未

测得气隙和沿面缺陷局部放电信号；ＳＦ６压力降低，超声法对尖端缺陷的检测灵敏度提高（当气压为０．２ＭＰａ时，超

声法对尖端缺陷的检测灵敏度与特高频法相当）。
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０　引言

气体绝缘开关设备（ｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ，
ＧＩＳ）具有占地面积小、可靠性高和安装方便等优
点
［１３］
，已被广泛应用于电力系统。在出厂、运输、

装配和运行过程中，ＧＩＳ中不可避免地会形成一些
绝缘缺陷，如导体尖刺、壳体尖端、悬浮电极和绝缘

子气隙、绝缘子表面金属颗粒等。这些缺陷会导致

设备局部电场畸变，当局部场强达到击穿场强时，

就会发生局部放电（ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ，ＰＤ）。ＰＤ作为
绝缘故障的前兆，一直是判断电气设备绝缘状态的

重要依据［４６］。

目前在现场应用较多的ＰＤ检测方法主要有特
高频法和超声法［７１２］。高频电流法在实际 ＧＩＳ中应
用较少，但其成本低、操作简单，且作为唯一具有国

际标准的 ＰＤ检测方法［１３］，可以获得视在放电量，

因此具有一定研究价值。不同检测方法的检测原

理和检测频带不同，因此对不同缺陷 ＰＤ检测的灵
敏度存在差异，这已经引起了国内外众多学者的关

注。文献［１４］利用脉冲电流法和超声法对 ＧＩＳ多
种缺陷进行检测，总结了ＧＩＳ典型故障图谱特征；文
献［１５］比较了特高频法和高频电流法检测的灵敏
度，获得了２种方法测得的缺陷放电信号时频特性；
文献［１６］研究了超声法和特高频法对不同缺陷检

测的适用性，并对比了 ２种方法的优缺点；文献
［１７］依托１１００ｋＶＧＩＳ真型试验平台，设计了５种
典型绝缘缺陷，在仿真的基础上对缺陷进行实验，

采用雷达图比较了特高频法、超声波法和高频电流

法带电检测的灵敏度；文献［１８］采用脉冲电流法和
超声法对 ＰＤ信号进行检测，结果表明缺陷尺度对
不同检测方法的响应速度影响很大；文献［１９］针对
１１０ｋＶＧＩＳ真型试验平台定量对比了特高频法、超
声法和高频电流法对不同类型绝缘缺陷的检测尺

度。以上研究表明，特高频法能有效检测各类缺

陷。然而为了降低气体泄漏概率，一些设备在设计

时未预留内置式特高频传感器［２０］，且采用铠装绝缘

子，无法使用外置式特高频传感器接收绝缘子浇筑口

处泄露的电磁波，从而限制了特高频法的使用。因

此，亟须对比其他常用检测方法的ＰＤ检测灵敏度。
实际ＧＩＳ中的 ＳＦ６气体压力受气体绝缘强度、

设备电压等级等因素的影响，额定压力在０．３～０．５
ＭＰａ之间均有分布［２１］。气压是影响 ＰＤ的重要因
素之一，不同气压下不同缺陷的放电特征会有所区

别［２２］，从而导致ＰＤ检测灵敏度的变化。现有对比
ＰＤ检测方法灵敏度的研究主要集中在单一气压
下，因此研究气压对气体绝缘设备 ＰＤ检测灵敏度
的影响具有重要应用价值。

文中搭建了ＰＤ检测实验平台，基于特高频法、
高频电流法和超声法，研究气压对尖端、悬浮、气隙

和沿面这４种缺陷的放电幅值、放电次数的影响，对
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比分析不同气压（０．２～０．５ＭＰａ）下高频电流法和超
声法对４种缺陷放电检测的灵敏度，为气体绝缘设
备ＰＤ检测和故障诊断提供技术支撑。

１　实验平台

１．１　实验装置
搭建的ＰＤ平台等效电路如图 １所示。其中，

耦合电容Ｃｋ为５０ｐＦ，检测阻抗 Ｒ为５０Ω，Ｃｘ为被
测设备电容。ＧＩＳ局部放电模拟实验装置如图２所
示，该装置可以模拟 １１０～５００ｋＶ设备不同缺陷的
ＰＤ。无局放升压变压器和耦合电容均内置于腔体
中，无局放升压变压器为实验装置提供工频交流电

压，额定最高输出电压为１６０ｋＶ，额定电压下ＰＤ量
不超过１ｐＣ。实验中采用上海某ＰＤ７００Ｅ局放仪及
其配套传感器，特高频传感器为内置式特高频传感

器，检测频带为３００～１５００ＭＨｚ；超声传感器涂抹硅
胶后用捆扎带固定在装置底部，检测频带为２０～５００
ｋＨｚ；高频电流传感器套在装置接地点引线处，检测
频带为０．５～３０ＭＨｚ，灵敏度不小于９ｍＶ／ｍＡ。

图１　实验等效电路
Ｆｉｇ．１　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｃｉｒｃｕｉｔ

图２　实验装置
Ｆｉｇ．２　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄｅｖｉｃｅ

１．２　缺陷模型
文中缺陷模型分别放置于图 ２中的 ５、６、７、８

位置，旋转降下缺陷对应的升降杆即可对模型加

压。缺陷模型实物与示意如图 ３所示，具体包括

尖端、悬浮、气隙和沿面缺陷模型。其中尖端缺陷

模型升降杆降到底时，尖端距离母线上的板电极

１０ｍｍ；其余 ３种缺陷模型升降杆降到底时，模型
均与母线接触。

图３　缺陷模型实物与示意
Ｆｉｇ．３　Ｐｈｙｓｉｃａｌｄｒａｗｉｎｇｓａｎｄｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｓ

ｏｆｄｅｆｅｃｔｍｏｄｅｌｓ

（１）尖端缺陷模型。如图３（ａ）所示，模型由六
角金属柱和尖端２个部分构成，中间用螺母和垫圈
连接。用针板放电模拟壳体尖端放电，其中针尖长
１０ｍｍ。

（２）悬浮缺陷模型。如图 ３（ｂ）所示，模型由
上、下金属柱和中间环氧支撑柱３个部分构成，其中
下金属柱又分为用螺丝连接的ａ和ｂ两部分。由于
ａ、ｂ由螺丝连接，可能会由于接触不良而形成悬浮
电位。

（３）气隙缺陷模型。如图 ３（ｃ）所示，模型由
上、下金属柱和中间环氧柱３个部分构成，通过在中
间环氧柱内制造一个气泡模拟气隙放电，环氧柱高

５７ｍｍ、直径２４ｍｍ，气泡直径２ｍｍ。
（４）沿面缺陷模型。如图 ３（ｄ）所示，模型由

上、下金属柱和中间主体３个部分构成，中间主体部
分由上、下２层薄伞状材料和中间环氧柱构成。由
于上、下２层薄伞状材料之间绝缘薄弱，因此会形成
爬电，以此模拟沿面放电。伞状板高１ｍｍ、直径６０
ｍｍ，环氧柱高５ｍｍ、直径４０ｍｍ。
１．３　实验方法

实验开始前先用酒精擦拭腔体，然后将缺陷
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模型安装至腔体，并抽真空。充 ＳＦ６气体至表压为
０．５ＭＰａ。旋转缺陷模型升降杆将模型降到底后，
对其加压，完成该缺陷实验后将模型旋转升高到

初始位置，再进行下一个缺陷实验。由于放电会

对缺陷模型造成烧蚀，影响数据准确性，因此在

０．５ＭＰａ气压下４个缺陷模型的实验均完成后，应
更换缺陷模型，再抽真空，分别充 ＳＦ６气压至表压
为０．４ＭＰａ、０．３ＭＰａ和０．２ＭＰａ，并完成相应气压
下的实验。

采用阶梯升压法检测 ４种缺陷 ＰＤ特征，电压
每隔３ｍｉｎ升高１ｋＶ。将局放仪首次检测到重复的
ＰＤ信号的电压作为放电模型的局部放电起始电压
（ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｃｅｐｔｉｏｎｖｏｌｔａｇｅ，ＰＤＩＶ）。实验中
采用局放仪记录ＰＤ产生的特高频、高频电流、超声
信号幅值和放电次数。在相同条件下重复测量５次，
取５次测量的平均值作为信号的幅值和放电次数。

２　实验结果

２．１　尖端缺陷
尖端放电本质是极不均匀电场气体放电，气体

压力是影响尖端放电的关键参数。不同气压下，尖

端缺陷放电特高频信号幅值和脉冲次数随电压变

化情况如图４所示。根据 Ｐａｓｃｈｅｎ定律，气压升高，
气体密度增大，电子平均自由程度减小，其在电场

中加速获得的动能减小，不易电离，导致气体放电

电压升高。由图４可知，气压升高导致尖端放电形
成所需ＰＤＩＶ不断上升，起始放电特高频信号幅值
和放电次数不断降低。然而，当施加电压超过ＰＤＩＶ
时，气压越高，ＰＤ发展越快。当气压为０．５ＭＰａ时，
电压由起始电压 ４０ｋＶ升高至 ４６ｋＶ，放电幅值由
－４４．５ｄＢ升高至－１０．４５ｄＢ，脉冲次数约增加４６７４
次／ｓ；但当气压为 ０．２ＭＰａ时，电压由起始电压
２６ｋＶ升至 ３０ｋＶ，放电幅值仅由－４２．３ｄＢ变化至
－４１．８ｄＢ，脉冲次数约增加５６７次／ｓ。

图４　不同气压下尖端放电特高频信号
Ｆｉｇ．４　ＴｉｐｄｉｓｃｈａｒｇｅＵＨＦｓｉｇｎａｌ
ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

整个实验过程中，超声法在４个气压下均能测
到尖端放电信号，高频电流法未测到放电信号。

图 ５为不同气压下，尖端缺陷放电超声信号
幅值随电压变化情况。由图 ５可知，超声法在 ４
个气压下均能够有效检测尖端放电信号。同一

气压下，尖端放电产生的超声信号幅值随电压升

高而上下波动；气压降低，超声信号幅值并无明

显变化规律。

图５　不同气压下尖端放电超声信号
Ｆｉｇ．５　ＴｉｐｄｉｓｃｈａｒｇｅＡＥｓｉｇｎａｌａｔ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

２．２　悬浮缺陷
悬浮放电的本质是悬浮体与母线之间的电容

放电。气压变化，悬浮放电的放电特性也会发生变

化。不同气压下，悬浮缺陷放电特高频信号幅值和

脉冲次数随电压变化情况见图 ６。由图 ６可知，与
尖端放电一致，气压升高导致悬浮缺陷放电形成所

需的ＰＤＩＶ不断上升。气压越高，放电特高频信号
幅值和次数越低。当外施电压超过 ＰＤＩＶ时，悬浮
放电特高频信号幅值和脉冲次数随电压升高呈上

升趋势。４个气压下放电信号幅值变化曲线均较为
平缓，而脉冲次数曲线在低气压下随电压升高变化

非常迅速。当气压为０．５ＭＰａ时，电压由起始电压
４１ｋＶ升高至６０ｋＶ，脉冲次数约增加２３次／ｓ；当气
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压降至０．２ＭＰａ时，电压由起始电压２１ｋＶ升高至
４１ｋＶ，脉冲次数约增加１９０次／ｓ。

图６　不同气压下悬浮放电特高频信号
Ｆｉｇ．６　ＳｕｓｐｅｎｓｉｏｎｄｉｓｃｈａｒｇｅＵＨＦｓｉｇｎａｌ

ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

图７为不同气压下，悬浮缺陷放电高频电流信
号幅值和脉冲次数随电压变化情况。由图７可知，
高频电流法在４个气压下均能测到悬浮放电信号，
悬浮放电高频电流信号幅值随电压升高而产生波

动，高气压下高频电流信号幅值比低气压下的幅值

高，但脉冲次数明显低于低气压下的脉冲次数。

不同气压下，悬浮缺陷放电超声信号幅值随电

压的变化情况如图８所示，超声法在４个气压下均
能有效检测悬浮放电信号。与特高频信号变化趋

势一致，悬浮放电超声信号幅值也随电压升高而升

高。气压越高，放电的超声信号强度越低（０．５ＭＰａ
下的放电超声信号有效值明显低于０．２～０．４ＭＰａ下
的有效值）。

２．３　气隙缺陷
气隙放电的本质是绝缘层内部气隙中的气体

放电，因此气隙放电受气压影响不大。图９为不同
气压下气隙缺陷放电特高频信号幅值和脉冲次数

随电压变化情况。由图９可知，不同气压下气隙放
电的ＰＤＩＶ无明显差别。随电压升高，气隙放电的
放电幅值和次数呈先升后降再升趋势，因为一开始

图７　不同气压下悬浮放电高频电流信号
Ｆｉｇ．７　ＳｕｓｐｅｎｓｉｏｎｄｉｓｃｈａｒｇｅＨＦＣＴｓｉｇｎａｌ

ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

图８　不同气压下悬浮放电超声信号
Ｆｉｇ．８　ＳｕｓｐｅｎｄｅｄｄｉｓｃｈａｒｇｅＡＥｓｉｇｎａｌ

ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

外施电压升高，气隙内场强增大，加剧电子运动，放

电有效面积增加，放电幅值和重复率升高。当外施

电压继续升高，气隙内的场强升到一定程度时，气

隙内气体状态可能会变化，形成半导体放电通道，

抑制放电，使放电幅值和重复率降低。此外，高频

电流法和超声法在４个气压下均未测得放电信号。
２．４　沿面缺陷

实验中该沿面缺陷模型放电的本质为伞状结

构之间的气体放电，因此沿面缺陷放电受气压影

响也很大。图 １０为不同气压下沿面缺陷放电特
高频信号幅值和脉冲次数随电压变化情况。
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图９　不同气压下气隙放电特高频信号
Ｆｉｇ．９　ＶｏｉｄｄｉｓｃｈａｒｇｅＵＨＦｓｉｇｎａｌ
ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

图１０　不同气压下沿面放电特高频信号
Ｆｉｇ．１０　ＳｕｒｆａｃｅｄｉｓｃｈａｒｇｅＵＨＦｓｉｇｎａｌ

ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

由图１０可知，气压越高，沿面缺陷的 ＰＤＩＶ越
高。电压升高，低气压（０．２～０．４ＭＰａ）的放电幅值
远大于高气压（０．５ＭＰａ）的放电幅值。此外，低气
压下沿面缺陷放电发展速度比高气压下迅速，当

气压为０．２ＭＰａ时，电压由起始电压 ４２．３ｋＶ升高
至５１ｋＶ，放电幅值由－４２．４５ｄＢ升高至－３０．１ｄＢ，
脉冲次数约增加 ６３０次／ｓ；但当气压为 ０．５ＭＰａ
时，电压由起始电压５０．３ｋＶ升高至６４ｋＶ，放电幅
值仅由－６９．４ｄＢ升高至－６５．９５ｄＢ，脉冲次数约增
加５０次／ｓ。

图１１为不同气压下沿面放电高频电流信号幅
值和脉冲次数随电压变化图。由图１１可知，高频电
流法在０．５ＭＰａ时未测得沿面放电信号，在０．２～０．４
ＭＰａ可测得放电信号。高频电流信号幅值随着电
压升高而升高，且低气压下高频电流随电压升高变

化幅度较大。高频电流脉冲次数随着电压的升高，

总体呈现上升趋势，但在电压升高过程中，脉冲次

数也会有所降低，这是由伞状结构之间形成的爬电

不稳定造成的。实验中，高频电流法在３个气压下
均未测得放电信号。

图１１　不同气压下沿面放电高频电流信号
Ｆｉｇ．１１　ＳｕｒｆａｃｅｄｉｓｃｈａｒｇｅＨＦＣＴｓｉｇｎａｌ

ａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

２．５　小结
低气压下，除了气隙缺陷以外，其他３种缺陷的

起始放电电压会明显降低，且同一电压下，低气压

下的放电更为剧烈，幅值和次数大于高气压下的幅

值和次数。而气隙放电的本质是绝缘材料内部空

洞的气体放电，当气泡内的电场强度达到击穿电场

强度时，气泡内的气体开始放电，与设备内 ＳＦ６气体

７３２ 孔凡臖 等：ＳＦ６压力对ＧＩＳ典型缺陷局部放电检测灵敏度的影响



的压强无关。因此设备内部气压的改变对气隙缺

陷的放电影响不大。

３　实验结果分析

３．１　高频电流法检测灵敏度分析
表１为不同气压下应用高频电流法对 ４种缺

陷进行检测的灵敏度的对比。由表 １可知，高频
电流法对实验中采用的尖端和气隙缺陷模型放电

不敏感，在４个气压下均未测得这２种缺陷的放电
信号。对于实验中采用的悬浮缺陷模型，高频电

流法在不同气压下均能检测到放电信号，且与特

高频法灵敏度相当。而对于实验中采用的沿面缺

陷模型，高频电流法在０．５ＭＰａ时未检测到放电信
号，在０．２～０．４ＭＰａ能检测到放电信号，但灵敏度
不及特高频法。

表１　不同气压下高频电流法检测灵敏度比较
Ｔａｂｌｅ１　ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆＨＦＣＴ

ｍｅｔｈｏｄａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

气压／ＭＰａ
缺陷类型

尖端 悬浮 气隙 沿面

０．５ ／ ●● ／ ／

０．４ ／ ●● ／ ●

０．３ ／ ●● ／ ●

０．２ ／ ●● ／ ●

　　注：“／”表示未检测到放电信号；“●”表示检测到放电信号，但

灵敏度不及特高频法；“●●”表示检测到放电信号且灵敏度与特高

频法相当，下文含义相同。

当外施电压达到缺陷放电电压Ｕｃ时，缺陷开始
放电［２３］，放电电流流入接地线，假设缺陷放电流过

接地线的电流为ｉ（ｔ）［２４］。
高频电流传感器输出电压ｕ（ｔ）为［２５］：

ｕ（ｔ）＝Ｒ０ｉ２（ｔ）＝
Ｒ０
Ｎ
ｉ（ｔ） （１）

式中：Ｎ为次级线圈匝数；Ｒ０为采样电阻；ｉ２（ｔ）为次
级电流。

由式（１）可知，当线圈型号及测试系统连线不
变时，高频电流传感器的输出电压与流过接地线的

电流ｉ（ｔ）有关，而ｉ（ｔ）主要取决于不同气压下的缺
陷放电强度。

由实验结果可知，在特高频信号幅值达到

－３０ｄＢ左右，即放电能量到达一定强度时，高频电
流法能测得缺陷的放电信号。悬浮缺陷放电属于

容性放电，不同气压下一旦开始放电，特高频信号

幅值就已超过－２０ｄＢ，放电强度很大，因此高频电
流法对悬浮放电检测具有较高的灵敏度。同理，

在低气压下电压升高，沿面放电达到一定强度时，

高频电流法也能检测到沿面缺陷的放电信号。

ＳＦ６压力降低，沿面放电量增加，高频电流法对沿
面缺陷的检测灵敏度有所提升。而设备气压变化

对气隙放电强度几乎没有影响，气隙的放电强度

在４个气压下均较小。因此高频电流法未检测到
气隙缺陷的放电信号。

然而，实验中尖端缺陷放电特高频信号幅值达

到了－３０ｄＢ，高频电流法仍然未能测得电流信号，
这可能是尖端缺陷放电的放电机制导致的。尖端

缺陷放电属于电晕放电，随着电压升高，放电强度

变大，放电次数增加［２６］，但击穿前针板放电电流不
高［２７２８］，因此当高频电流传感器精度不够时，很难

测得电流信号。且这种电流信号非常容易淹没在

噪声中，可以通过提高高频电流传感器精度和优化

局放仪降噪算法来提高高频电流法对尖端缺陷的

检测灵敏度。

３．２　超声法检测灵敏度分析
表２为不同气压下超声法对４种缺陷进行检测

的灵敏度的对比。由表２可知，超声法对气隙和沿
面缺陷模型放电不敏感，４个气压下均未能测到 ２
种缺陷的放电信号。针对实验采用的尖端和悬浮

缺陷模型，超声法在４个气压下均能测得放电信号，
且对悬浮缺陷放电的检测灵敏度与特高频法相当。

在０．２ＭＰａ下，超声法对尖端缺陷放电的检测灵敏
度高于其他气压，在放电起始时能检测到缺陷的放

电信号。

表２　不同气压下超声法检测灵敏度比较
Ｔａｂｌｅ２　ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆＡＥ

ｍｅｔｈｏｄａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ

气压／ＭＰａ
缺陷类型

尖端 悬浮 气隙 沿面

０．５ ● ●● ／ ／

０．４ ● ●● ／ ／

０．３ ● ●● ／ ／

０．２ ●● ●● ／ ／

　　超声法的检测灵敏度与超声传播过程中的衰
减及缺陷放电强度有关。ＧＩＳ局部放电产生的超声
波在传播过程中的衰减主要包括扩散衰减和吸收

衰减［２９］。扩散衰减即由于声波波阵面变大而导致

声强变弱的现象，仅受波的几何形状影响，与介质

无关，因此在分析与介质相关的超声波衰减时，通

常可以忽略扩散衰减的影响；吸收衰减即声波在介

质中的损耗，环氧树脂和ＳＦ６的声波吸收率高达１００
ｄＢ／ｍ和２６ｄＢ／ｍ，而在小距离和短时间内可以忽略
不计声能在金属材料中传播的耗散［３０］。实验中尖
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端缺陷放电产生的超声信号沿着金属传播至外壳，

声能损耗较小，因此超声法能有效检测壳体尖端这

类缺陷。当气压降低时，尖端缺陷起始放电强度增

大，导致超声法检测灵敏度提高，在起始放电时就

能有效检测到放电信号。悬浮缺陷放电强度很大，

缺陷放电产生的超声信号在穿过 ＳＦ６后仍能透过外
壳被超声传感器接收到［３１］，因此 ４个气压下，超声
法在悬浮放电起始放电时就能检测到信号。而气

隙缺陷放电产生的超声信号很难在经过环氧树脂

和ＳＦ６的吸收衰减后，还能透过外壳被接收。同理，
虽然低气压下，沿面放电增强，但产生的超声信号

在穿过ＳＦ６后，也很难被检测到。因此，４个气压下
超声法均未检测到气隙和沿面缺陷放电信号。由

于频率越高，吸收衰减系数越大［３２］，因此适当降低

超声传感器的谐振频率有利于提高气隙和沿面缺

陷放电的灵敏度。

此外，实验中尖端缺陷放电的超声信号幅值随

电压变化不明显，这可能是因为超声信号的传播过

程很复杂，幅值并不能完全反映放电的严重程度，

因此虽然电压升高，放电变强，但是尖端缺陷放电

的超声信号幅值变化不明显。在采用超声法进行

局放检测时，应结合其他可以判断放电严重程度的

检测手段。

４　结论

（１）气压是影响尖端、悬浮和沿面缺陷放电的
重要因素。气压越低，这３种缺陷放电起始电压越
低，放电的幅值和脉冲次数就越高。尖端缺陷放电

在高气压下发展迅速，而悬浮和沿面缺陷放电在低

气压下较容易发展，因此对于不同气压工况的设

备，应重点关注不同类型的缺陷。气隙缺陷放电源

于绝缘层内部空洞气体，因此设备气压对气隙缺陷

放电影响不大。

（２）高频电流法在不同气压下均能有效检测
悬浮缺陷，且检测灵敏度与特高频法相当。ＳＦ６压
力降低，高频电流法对沿面缺陷检测的灵敏度有

所提升，但仍低于特高频法。高频电流法对缺陷

的检测灵敏度主要受不同气压下缺陷的放电量

影响。

（３）超声法在不同气压下能有效检测悬浮和尖
端缺陷，且对悬浮缺陷的检测灵敏度与特高频法相

当。ＳＦ６压力降低，超声法对尖端缺陷的检测灵敏度
有所提升。超声信号幅值并不能完全反映尖端缺

陷放电的严重程度，应结合其他检测手段判断其放

电严重程度。

致　谢
　　本文得到国网江苏省电力有限公司科技项目
（Ｊ２０２１０４９）资助，谨此致谢！

参考文献：

［１］ＫＯＣＨＨ，ＧＯＬＬＦ，ＭＡＧＩＥＲＴ，ｅｔａｌ．Ｔｅｃｈｎｉｃａｌａｓｐｅｃｔｓｏｆｇａｓ
ｉｎｓｕｌａｔｅｄｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅｓａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｎｅｗｉｎｓｕｌａｔｉｎｇ
ｇａｓｅｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＤｉｅｌｅｃｔｒｉｃｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＩｎｓｕ
ｌａｔｉｏｎ，２０１８，２５（４）：１４４８１４５３．

［２］ＫＯＣＨＨ．ＧａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅｓＧＩＬ［Ｃ］／／２００８
ＩＥＥＥ／ＰＥＳＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎａｎｄＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅａｎｄＥｘｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ．Ｃｈｉｃａｇｏ，ＩＬ，ＵＳＡ．ＩＥＥＥ，２００８：１３．

［３］齐波，张贵新，李成榕，等．气体绝缘金属封闭输电线路的研
究现状及应用前景［Ｊ］．高电压技术，２０１５，４１（５）：１４６６
　　　１４７３．
ＱＩＢｏ，ＺＨＡＮＧＧｕｉｘｉｎ，ＬＩＣｈｅｎｇｒｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓａｎｄ
ｐｒｏｓｐｅｃｔｏｆｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｍｅｔａｌｅｎｃｌｏｓｅｄｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｌｉｎｅ［Ｊ］．
ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１５，４１（５）：１４６６１４７３．

［４］李军浩，韩旭涛，刘泽辉，等．电气设备局部放电检测技术述
评［Ｊ］．高电压技术，２０１５，４１（８）：２５８３２６０１．
ＬＩＪｕｎｈａｏ，ＨＡＮＸｕｔａｏ，ＬＩＵＺｅｈｕｉ，ｅｔａｌ．Ｒｅｖｉｅｗｏｎｐａｒｔｉａｌｄｉｓ
ｃｈａｒｇｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｅｑｕｉｐｍｅｎｔ［Ｊ］．
ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１５，４１（８）：２５８３２６０１．

［５］王晓康，牛勃，马飞越，等．电气设备局部放电融合诊断与智
能预警系统研究［Ｊ］．高压电器，２０２１，５７（１１）：９３１００，１０７．
ＷＡＮＧＸｉａｏｋａｎｇ，ＮＩＵＢｏ，ＭＡＦｅｉｙｕｅ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｆｕｓｉｏｎ
ｄｉａｇｎｏｓｉｓａｎｄｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔｅａｒｌｙｗａｒｎｉｎｇｓｙｓｔｅｍｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒ
ｇｅｆｏｒｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｅｑｕｉｐｍｅｎｔ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０２１，
５７（１１）：９３１００，１０７．

［６］倪鹤立，姚维强，傅晨钊，等．电力设备局部放电技术标准现
状述评［Ｊ］．高压电器，２０２２，５８（３）：１１５．
ＮＩＨｅｌｉ，ＹＡＯＷｅｉｑｉａｎｇ，ＦＵＣｈｅｎｚｈａｏ，ｅｔａｌ．Ｒｅｖｉｅｗｏｎｓｔａｔｕｓ
ｏｆｔｅｃｈｎｉｃａｌｓｔａｎｄａｒｄｓｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０２２，５８（３）：１１５．

［７］赵科，王静君，刘通，等．直流ＧＩＬ绝缘设计及局部放电检测
研究进展［Ｊ］．电力工程技术，２０１７，３６（５）：９８１０２，１０８．
ＺＨＡＯＫｅ，ＷＡＮＧＪｉｎｇｊｕｎ，ＬＩＵＴｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｒｅｖｉｅｗｏｆｉｎｓｕｌａ
ｔｉｏｎｄｅｓｉｇｎａｎｄｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆＤＣｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄ
ｌｉｎｅ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１７，３６（５）：
９８１０２，１０８．

［８］ＪＩＡＮＧＪ，ＣＨＥＮＪＤ，ＬＩＪＳ，ｅｔａｌ．Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎａｎｄｌｏｃａｌｉｓａｔｉｏｎ
ｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｂｕｓｈｉｎｇｂａｓｅｄｏｎｕｌｔｒａｈｉｇｈ
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅ，２０２１，６（４）：６８４６９２．

［９］陈钜栋，江军，杨小平，等．油浸式高压套管局部放电非接触
式特高频检测［Ｊ］．电力工程技术，２０２１，４０（１）：１４７１５４．
ＣＨＥＮＪｕｄｏｎｇ，ＪＩＡＮＧＪｕｎ，ＹＡＮＧＸｉａｏｐｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｎｏｎｃｏｎｔａｃｔ
ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｏｉｌｉｍｐｒｅｇｎａｔｅｄｐａｐｅｒ
ｂｕｓｈｉｎｇｂａｓｅｄｏｎＵＨＦｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒ
ｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２１，４０（１）：１４７１５４．

［１０］ＩＬＫＨＥＣＨＩＨＤ，ＳＡＭＩＭＩＭＨ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅａｃｏｕｓｔｉｃ
ｍｅｔｈｏｄｉｎｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ：ａｒｅｖｉｅｗ［Ｊ］．ＩＥＥＥ
ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＤｉｅｌｅｃｔｒｉｃｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎ，２０２１，２８

９３２ 孔凡臖 等：ＳＦ６压力对ＧＩＳ典型缺陷局部放电检测灵敏度的影响



（１）：４２５１．
［１１］周秀，吴旭涛，汲胜昌，等．基于空间电容耦合原理的局部

放电检测方法及其传感器研究［Ｊ］．高压电器，２０２２，５８
（４）：６３６９．
ＺＨＯＵＸｉｕ，ＷＵＸｕｔａｏ，ＪＩＳｈｅｎｇｃｈａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎｐａｒｔｉａｌ
ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄａｎｄｓｅｎｓｏｒｂａｓｅｄｏｎｐｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆ
ｓｐａｃｅｃａｐａｃｉｔｉｖｅｃｏｕｐｌｉｎｇ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０２２，
５８（４）：６３６９．

［１２］霍天，吴振升，桂俊峰．高压开关柜局部放电声电联合定
位方法研究［Ｊ］．电力工程技术，２０１７，３６（３）：６２６６．
ＨＵＯＴｉａｎ，ＷＵＺｈｅｎｓｈｅｎｇ，ＧＵＩＪｕｎｆｅｎｇ．Ａｃｏｕｓｔｉｃｅｌｅｃｔｒｉｃｊｏ
ｉｎｔｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆＰＤｉｎｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｓｗｉｔｃｈｃａｂｉｎｅｔ
［Ｊ］．ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１７，３６（３）：
６２６６．

［１３］ＩＥＣ．Ｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｔｅｓｔｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ：ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔｓ：ＩＥＣ６０２７０２０００［Ｓ］．Ｇｅｎｅｖａ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌＥｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，２０００．

［１４］李德军，沈威，郭志强．ＧＩＳ局部放电常规检测和超声波检
测方法的应用比较［Ｊ］．高压电器，２００９，４５（３）：９９１０３．
ＬＩＤｅｊｕｎ，ＳＨＥＮＷｅｉ，ＧＵＯＺｈｉｑｉａｎｇ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ
ｂｅｔｗｅｅｎｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌａｎｄｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｄｅｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒＧＩＳ
ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２００９，４５（３）：
９９１０３．

［１５］ＸＵＹ，ＬＩＵＷＤ，ＧＡＯＷＳ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｐｄｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
ｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｐｏｗｅｒｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓｔｈｅｉｒｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙａｎｄｃｈａｒａｃｔｅｒ
ｉｓｔｉｃｓｉｎｔｉｍｅａｎｄｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄｏｍａｉｎ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ
ＤｉｅｌｅｃｔｒｉｃｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎ，２０１６，２３（５）：２９２５２９３２．

［１６］陈敏，陈隽，刘常颖，等．ＧＩＳ超声波、超高频局部放电检测
方法适用性研究与现场应用［Ｊ］．高压电器，２０１５，５１（８）：
１８６１９１．
ＣＨＥＮＭｉｎ，ＣＨＥＮＪｕｎ，ＬＩＵＣｈａｎｇｙｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｐｐｌｉｃａｂｉｌｉｔｙｒｅ
ｓｅａｒｃｈｗｉｔｈｆｉｅｌｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｕｌｔｒａｓｏｎｉｃａｎｄＵＨＦｐａｒｔｉａｌ
ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒＧＩＳ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａ
ｔｕｓ，２０１５，５１（８）：１８６１９１．

［１７］杨宁，毕建刚，弓艳朋，等．１１００ｋＶＧＩＳ设备内部缺陷局部
放电带电检测方法试验研究及比较分析［Ｊ］．高压电器，
２０１９，５５（８）：３７４７，５７．
ＹＡＮＧＮｉｎｇ，ＢＩＪｉａｎｇａｎｇ，ＧＯＮＧＹａｎｐｅｎｇ，ｅｔａｌ．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ
ｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｏｎｌｉｖｅｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓｏｆ
ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｏｆｉｎｔｅｒｎａｌｄｅｆｅｃｔｓｉｎ１１００ｋＶＧＩＳ［Ｊ］．Ｈｉｇｈ
ＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０１９，５５（８）：３７４７，５７．

［１８］ＷＩＴＯＳＦ，ＧＡＣＥＫＺ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｊｏｉｎｔｅｌｅｃｔｒｏａｃｏｕｓｔｉｃ
ｍｅｔｈｏｄｆｏｒｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｓｗｉｔｈｉｎａｐｏｗｅｒ
ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ［Ｊ］．ＴｈｅＥｕｒｏｐｅａｎＰｈｙｓｉｃａｌＪｏｕｒｎａｌＳｐｅｃｉａｌＴｏ
ｐｉｃｓ，２００８，１５４（１）：２３９２４７．

［１９］刘弘景，李伟，任志刚，等．ＧＩＳ不同绝缘缺陷的局放检测有
效性对比研究［Ｊ］．绝缘材料，２０１８，５１（９）：５３６０，６９．
ＬＩＵＨｏｎｇｊｉｎｇ，ＬＩＷｅｉ，ＲＥＮＺｈｉｇａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅｓｔｕｄｙ
ｏｎｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｔｅｓｔｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｅ
ｆｅｃｔｓｉｎＧＩＳ［Ｊ］．ＩｎｓｕｌａｔｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌｓ，２０１８，５１（９）：５３６０，６９．

［２０］刘泽洪，王承玉，路书军，等．苏通综合管廊工程特高压ＧＩＬ
关键技术要求［Ｊ］．电网技术，２０２０，４４（６）：２３７７２３８５．

ＬＩＵＺｅｈｏｎｇ，ＷＡＮＧＣｈｅｎｇｙｕ，ＬＵＳｈｕｊｕｎ，ｅｔａｌ．Ｋｅｙｔｅｃｈｎｉｃａｌ
ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆＵＨＶＧＩＬｉｎＳｕｔｏｎｇｕｔｉｌｉｔｙｔｕｎｎｅｌｐｒｏｊｅｃｔ［Ｊ］．
ＰｏｗｅｒＳｙｓｔｅｍＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０２０，４４（６）：２３７７２３８５．

［２１］唐炬，胡瑶，姚强，等．不同气压下ＳＦ６的局部放电分解特性
［Ｊ］．高电压技术，２０１４，４０（８）：２２５７２２６３．
ＴＡＮＧＪｕ，ＨＵＹａｏ，ＹＡＯＱｉａｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｃｈａｒａｃ
ｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＳＦ６ｕｎｄｅｒｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅｓ
［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０１４，４０（８）：２２５７２２６３．

［２２］汪正江，夏红攀．组合电器局部放电特高频检测的气压影
响分析［Ｊ］．电力工程技术，２０１８，３７（３）：１０７１１１．
ＷＡＮＧＺｈｅｎｇｊｉａｎｇ，ＸＩＡＨｏｎｇｐａｎ．Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ
ｂｅｔｗｅｅｎＵＨＦｓｉｎｇｎａｌｓａｎｄｄｉｓｃｈａｒｇｅｑｕａｎｔｉｔｙｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓ
ｃｈａｒｇｅｕｎｄｅｒｖａｒｉｕｓｐｒｅｓｓｕｒｅｉｎｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ［Ｊ］．
ＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，３７（３）：１０７
　　　１１１．

［２３］严璋，朱德恒．高电压绝缘技术［Ｍ］．北京：中国电力出版
社，２００２：４７４８．
ＹＡＮＺｈａｎｇ，ＺＨＵＤｅｈｅｎｇ．Ｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＣｈｉｎａＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＰｒｅｓｓ，２００２：４７４８．

［２４］唐志国，蒋佟佟，张连根，等．高频电流法检测电容器局部
放电的灵敏度研究［Ｊ］．高压电器，２０１８，５４（６）：９１５．
ＴＡＮＧＺｈｉｇｕｏ，ＪＩＡＮＧＴｏｎｇｔｏｎｇ，ＺＨＡＮＧＬｉａｎｇｅｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙ
ｏｎｔｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙｃｕｒｒｅｎｔｍｅｔｈｏｄｔｏ
ｃａｐａｃｉｔｏｒｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２０１８，
５４（６）：９１５．

［２５］王昌长，李福祺，高胜友．电力设备的在线监测与故障诊断
［Ｍ］．北京：清华大学出版社，２００６：１８２４．
ＷＡＮＧＣｈａｎｇｃｈａｎｇ，ＬＩＦｕｑｉ，ＧＡＯＳｈｅｎｇｙｏｕ．Ｏｎｌｉｎｅｍｏｎｉｔｏ
ｒｉｎｇａｎｄｄｉａｇｎｏｓｉｓｆｏｒｐｏｗｅｒｅｑｕｉｐｍｅｎｔ［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｔｓｉｎｇｈｕａ
ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，２００６：１８２４．

［２６］庞培川，孙泽明，张芊，等．负极性直流电压作用下ＳＦ６气体
中极不均匀电场局部放电特性研究［Ｊ］．高电压技术，
２０１９，４５（４）：１０９３１１００．
ＰＡＮＧＰｅｉｃｈｕａｎ，ＳＵＮＺｅｍｉｎｇ，ＺＨＡＮＧＱｉａｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｎ
ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｓｅｖｅｒｅｎｏｎｕｎｉｆｏｒｍｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｆｉｅｌｄｉｎＳＦ６ｕｎｄｅｒｎｅｇａｔｉｖｅＤＣｖｏｌｔａｇｅ［Ｊ］．ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉ
ｎｅｅｒｉｎｇ，２０１９，４５（４）：１０９３１１００．

［２７］牛海清，徐乐平，李小潇，等．ＳＦ６气体正极性电晕放电特性
仿真研究［Ｊ］．高电压技术，２０２１，４７（１１）：４０６３４０７１．
ＮＩＵＨａｉｑｉｎｇ，ＸＵＬｅｐｉｎｇ，ＬＩＸｉａｏｘｉａｏ，ｅｔａｌ．Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎａｎｄ
ｓｔｕｄｙｏｆｐｏｓｉｔｉｖｅｃｏｒｏｎａｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｉｎＳＦ６ｇａｓ［Ｊ］．Ｈｉｇｈ
ＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２０２１，４７（１１）：４０６３４０７１．

［２８］ＧＡＯＱＱ，ＮＩＵＣＰ，ＡＤＡＭＩＡＫＫ，ｅｔａｌ．Ｎｕｍｅｒｉｃａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ
ｏｆｎｅｇａｔｉｖｅｐｏｉｎｔｐｌａｎｅｃｏｒｏｎａｄｉｓｃｈａｒｇｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｉｎＳＦ６ｇａｓ
［Ｊ］．ＰｌａｓｍａＳｏｕｒｃｅｓＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１８，２７（１１）：
　　　１１５００１．

［２９］杜功焕，朱哲民．声学基础［Ｍ］．２版．南京：南京大学出版
社，２００１．
ＤＵＧｏｎｇｈｕａｎ，ＺＨＵＺｈｅｍｉｎ．Ａｃｏｕｓｔｉｃｓｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ［Ｍ］．２ｎｄ
ｅｄ．Ｎａｎｊｉｎｇ：ＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，２００１．

［３０］ＬＵＮＤＧＡＡＲＤＬＥ，ＲＵＮＤＥＭ，ＳＫＹＢＥＲＧＢ．Ａｃｏｕｓｔｉｃｄｉａｇ
ｎｏｓｉｓｏｆｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｕｂｓｔａｔｉｏｎｓ：ａｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎｄｅｘｐｅｒｉ

０４２



ｍｅｎｔａｌｂａｓｉｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＰｏｗｅｒＤｅｌｉｖｅｒｙ，１９９０，
５（４）：１７５１１７５９．

［３１］黎大健，梁基重，步科伟，等．ＧＩＳ中典型缺陷局部放电的超
声波检测［Ｊ］．高压电器，２００９，４５（１）：７２７５．
ＬＩＤａｊｉａｎ，ＬＩＡＮＧＪｉｚｈｏｎｇ，ＢＵＫｅｗｅｉ，ｅｔａｌ．Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｄｅｔｅｃ
ｔｉｏｎｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｏｎｔｙｐｉｃａｌｄｅｆｅｃｔｓｉｎＧＩＳ［Ｊ］．Ｈｉｇｈ
ＶｏｌｔａｇｅＡｐｐａｒａｔｕｓ，２００９，４５（１）：７２７５．

［３２］ＬＵＮＤＧＡＡＲＤＬＥ．ＰａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅＸＩＩＩ．Ａｃｏｕｓｔｉｃｐａｒｔｉａｌ
ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．ＩＥＥＥＥ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌＩｎｓｕｌａｔｉｏｎＭａｇａｚｉｎｅ，１９９２，８（４）：２５３１．

作者简介：

孔凡臖

　　孔凡臖（１９９８），女，硕士在读，研究方向为
电气设备状态监测与故障诊断（Ｅｍａｉｌ：ｋｏｎｇｆｊ
＠ｎｕａａ．ｅｄｕ．ｃｎ）；

马径坦（１９９３），男，博士，工程师，从事电
气设备运维检修和状态监测相关工作；

谌珉灏（１９９８），男，硕士在读，研究方向为
电气设备状态监测与故障诊断。

ＥｆｆｅｃｔｏｆＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｏｎｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ
ｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｔｙｐｉｃａｌｄｅｆｅｃｔｓｉｎＧＩＳ

ＫＯＮＧＦａｎｊｕｎ１，ＭＡＪｉｎｇｔａｎ２，ＣＨＥＮＭｉｎｈａｏ１，ＺＨＡＮＧＣｈａｏｈａｉ１

（１．ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｅｒｏｎａｕｔｉｃｓａｎｄＡｓｔｒｏｎａｕｔｉｃｓ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１１１０６，Ｃｈｉｎａ；
２．ＳｔａｔｅＧｒｉｄＪｉａｎｇｓｕＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＣｏ．，Ｌｔｄ．ＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｎａｎｊｉｎｇ２１１１０３，Ｃｈｉｎａ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅｏｆｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ（ＧＩＳ）ｉｓｔｈｅｋｅｙｆａｃｔｏｒａｆｆｅｃｔｉｎｇｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ
（ＰＤ）ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ．Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｆｏｕｒｄｅｆｅｃｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｉｐ，ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ，ｖｏｉｄ，ｓｕｒｆａｃｅ，ａｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｏｎｔｈｅＰＤｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ
ｐｌａｔｆｏｒｍ．ＰＤｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓａｒｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｒｅｓｓｕｒｅｓ，０．２ＭＰａ０．５ＭＰａ．Ｕｌｔｒａｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（ＵＨＦ），ｈｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
ｃｕｒｒｅｎｔｔｒａｎｓｆｏｒｍ（ＨＦＣＴ）ａｎｄａｃｏｕｓｔｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎ（ＡＥ）ｍｅｔｈｏｄｓａｒｅｕｓｅｄ，ａｎｄｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆＨＦＣＴａｎｄＡＥｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒＰＤ
ｓｉｇｎａｌｄｅｔｅｃｔｉｏｎｉｓｃｏｍｐａｒｅｄ．ＴｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｉｓａｋｅｙｐａｒａｍｅｔｅｒａｆｆｅｃｔｉｎｇｔｉｐｄｉｓｃｈａｒｇｅ，ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎｄｉｓｃｈａｒｇｅ
ａｎｄｓｕｒｆａｃｅｄｅｆｅｃｔｄｉｓｃｈａｒｇｅ．Ｕｎｄｅｒｔｈｅｓｅｄｅｆｅｃｔｓ，ｔｈｅｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｉｔｉａｌｖｏｌｔａｇｅ（ＰＤＩＶ）ｉｓｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌｔｏＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅ，
ａｎｄｔｈｅｄｉｓｃｈａｒｇｅａｍｐｌｉｔｕｄｅａｎｄｐｕｌｓｅｎｕｍｂｅｒａｒｅｉｎｖｅｒｓｅｌｙｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌｔｏＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅ．Ｆｏｒｔｈｅｖｏｉｄｄｅｆｅｃｔ，ｔｈｅｃｈａｎｇｅｏｆ
ｅｘｔｅｒｎａｌＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｄｏｅｓｎｏｔａｆｆｅｃｔｔｈｅｖｏｉｄｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅ，ａｎｄｔｈｕｓｄｏｅｓｎｏｔｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙａｆｆｅｃｔｔｈｅｃａｖｉｔｙｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｎｔｅｎｓｉｔｙ．
ＴｈｅＨＦＣＴｍｅｔｈｏｄｃａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｄｅｔｅｃｔｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎｄｅｆｅｃｔｓ，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｔｃａｎｎｏｔｄｅｔｅｃｔｔｈｅＰＤｓｉｇｎａｌｓｏｆｖｏｉｄａｎｄｔｉｐｄｅｆｅｃｔｓ．Ａｓ
ｔｈｅＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅｄｅｃｒｅａｓｅｓ，ｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆＨＦＣＴｍｅｔｈｏｄｔｏｄｅｔｅｃｔｓｕｒｆａｃｅｄｅｆｅｃｔｓｉｎｃｒｅａｓｅｓ，ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｉｓｎｏｔ
ｃｏｍｐａｒａｂｌｅｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅＵＨＦｍｅｔｈｏｄ．ＴｈｅＡＥｍｅｔｈｏｄｃａｎｄｅｔｅｃｔｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎａｎｄｔｉｐｄｅｆｅｃｔｓｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ，ｂｕｔｃａｎｎｏｔｄｅｔｅｃｔＰＤ
ｓｉｇｎａｌｓｏｆｖｏｉｄａｎｄｓｕｒｆａｃｅｄｅｆｅｃｔｓ．ＴｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅＡＥｍｅｔｈｏｄｆｏｒｔｉｐｄｅｆｅｃｔｓｇｒａｄｕａｌｌｙｉｎｃｒｅａｓｅｓｗｉｔｈｔｈｅ
ｄｅｃｒｅａｓｅｏｆＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅ．Ｗｈｅｎｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅｉｓ０．２ＭＰａ，ｔｈｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｉｓｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅＵＨＦｍｅｔｈｏｄ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｇａｓｉｎｓｕｌａｔｅｄｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ（ＧＩＳ）；ｐａｒｔｉａｌｄｉｓｃｈａｒｇｅ；ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｄｅｆｅｃｔ；ＳＦ６ｐｒｅｓｓｕｒｅ；ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ；ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

（编辑　方晶 江林）

１４２ 孔凡臖 等：ＳＦ６压力对ＧＩＳ典型缺陷局部放电检测灵敏度的影响


